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リアルタイム界面欠陥評価法の開発 

研究の概要 

界面欠陥を精密に評価する技術は、トランジスタの微細化だけでなく、新機能デバイス

創生のためにも必要である。これまで欠陥密度を評価する手法としてチャージポンピング

（ＣＰ）法が広く普及してきた。ＣＰ法は１９６９年に提案されて以来、多数の学術論文で報

告されているが、近年複数のグループによりその評価法自体に疑義がかけられている。 

ＣＰ法は時間平均した定常電流（ＣＰ電流）によって欠陥密度を評価しているため、ＣＰ

で生じる素過程の情報（電子の捕獲、放出、再結合といった有益な情報）はすべて損失し

てしまっている。そこで本研究では、これらの現象の時間スケールでの観察を目的とし

て、実時間でチャージポンピング電流を検出する技術の検討を行った。 

研究の成果 

微小なＣＰ電流を時間領域で検出するために、高速電流アンプを用いた測定系を構築

した。時間領域でのＣＰ電流を評価した結果、２つの特徴的な電流ピークを観察すること

に成功した。これらはそれぞれ、電子が界面欠陥に捕獲されることに起因するピークと電

子が界面欠陥から放出されて正孔と再結合することに起因するピークに対応している。こ

れらの結果を解析することにより、従来のＣＰ法で求めた界面欠陥密度が再現された。こ

れにより本手法の精度が十分であることを確認した。 

さらに、従来ＣＰ法では覆い隠されていた現象（正孔のキックバック、電子の再放出）が

新たに見出された。これらの現象を詳細に調べることで従来ＣＰモデルを再構築できると

期待できる。 
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